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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　支持基板と、当該支持基板上に設けられた画素回路および周辺回路およびこれらの回路
を接続する接続配線と、当該画素回路および周辺回路および接続配線を覆う層間絶縁膜と
、当該層間絶縁膜上の表示領域に配列された有機電界発光素子と、当該層間絶縁膜上にお
いて当該有機電界発光素子から当該表示領域の周囲の周辺領域に延設された引出配線とを
備え、
　前記画素回路は前記表示領域に設けられると共にボトムゲート型の薄膜トランジスタお
よび当該薄膜トランジスタを構成する半導体層の上部に設けられたソース・ドレイン用の
電極を有し、
　前記周辺回路は前記周辺領域に設けられ、
　前記接続配線は前記薄膜トランジスタのゲート電極と同一層で構成され、
　前記層間絶縁膜は、無機絶縁膜と有機絶縁膜とをこの順に積層した積層膜からなり、
　前記有機絶縁膜には、前記表示領域を囲む状態で当該有機絶縁膜を除去してなる分離溝
が前記無機絶縁膜を底部として設けられ、
　前記接続配線と前記引出配線とは、当該引出配線が前記分離溝を横切る部分において前
記無機絶縁膜によって絶縁されると共に、
　前記接続配線と前記引出配線との間における前記無機絶縁膜の下層には、前記画素回路
を構成する絶縁膜と同一層で構成された絶縁膜が設けられている
　表示装置。
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【請求項２】
　前記接続配線と前記引出配線との間における前記無機絶縁膜の下層には、前記画素回路
を構成する薄膜トランジスタの半導体層と同一層で構成された半導体層が設けられている
　請求項１に記載の表示装置。
【請求項３】
　前記層間絶縁膜と前記引出配線との間には、前記有機電界発光素子の下部電極の周縁を
覆うウインドウ絶縁膜が設けられた
　請求項１または２に記載の表示装置。
【請求項４】
　前記画素回路は、非晶質シリコンからなる半導体層を備えた薄膜トランジスタを用いて
構成されている
　請求項１～３の何れか１項に記載の表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は表示装置に関し、特には有機電界発光素子を備えた表示装置への適用に適する
表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　有機材料のエレクトロルミネッセンス(electroluminescence：以下ＥＬと記す）を利用
した有機電界発光素子は、陽極と陰極との間に有機正孔輸送層や有機発光層を積層させた
有機層を設けてなり、低電圧直流駆動による高輝度発光が可能な発光素子として注目され
ている。ところが、有機電界発光素子を配列形成してなる表示装置は、吸湿によって有機
電界発光素子における有機層の劣化が生じ、各素子における発光輝度が低下したり、発光
が不安定になる等、経時的な安定性が低くかつ寿命が短いと言った課題がある。
【０００３】
　特に、アクティブマトリックス型の表示装置においては、薄膜トランジスタを用いて構
成された駆動回路を覆う状態で層間絶縁膜が設けられており、この層間絶縁膜上に有機電
界発光素子が配列形成された構成となっている。この場合、駆動回路の形成によって生じ
る段差を軽減して平坦化された面上に有機電界発光素子を形成するために、例えば有機感
光性絶縁膜などを用いた平坦化膜として層間絶縁膜（有機絶縁膜）を形成する。ところが
、有機絶縁膜は水を通し易いため、上述したような吸湿による有機電界発光素子の劣化が
発生しやすかった。
【０００４】
　このため、有機電界発光素子の下地となる有機絶縁膜に、表示領域を囲む位置において
当該有機絶縁膜部分を除去した分離溝を設けることにより、有機電界発光素子が形成され
た表示領域に、有機絶縁膜を介して水分が浸入することを防止した構成が提案されている
（下記特許文献１参照）。
【０００５】
【特許文献１】特開２００６－０５４１１１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながらアクティブマトリックス型の表示装置では、有機絶縁膜の上層において表
示領域から周辺領域に有機電界発光素子から引出配線が延設される。このため、この引出
配線は、有機絶縁膜に設けた分離溝を横断する状態で配線されることになり、この分離溝
の底部および側壁において引出配線と有機絶縁膜の下層の駆動回路とのショートが発生し
易かった。
【０００７】
　そこで本発明は、有機絶縁膜を介しての水分拡散による有機電界発光素子の劣化を防止
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しつつ、有機電界発光素子から延設された引出配線と駆動回路とのショートを確実に防止
することが可能な表示装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　このような目的を達成するための本発明の表示装置は、支持基板と、当該支持基板上に
設けられた画素回路および周辺回路およびこれらの回路を接続する接続配線と、当該画素
回路および周辺回路および接続配線を覆う層間絶縁膜と、当該層間絶縁膜上の表示領域に
配列された有機電界発光素子と、当該層間絶縁膜上において当該有機電界発光素子から当
該表示領域の周囲の周辺領域に延設された引出配線とを備え、画素回路は表示領域に設け
られると共にボトムゲート型の薄膜トランジスタおよび当該薄膜トランジスタを構成する
半導体層の上部に設けられたソース・ドレイン用の電極を有している。このような構成に
おいて、周辺回路は周辺領域に設けられ、接続配線は薄膜トランジスタのゲート電極と同
一層で構成され、層間絶縁膜は、無機絶縁膜と有機絶縁膜とをこの順に積層した積層膜か
らなる。そして特に、有機絶縁膜には表示領域を囲む状態で当該有機絶縁膜を除去してな
る分離溝が無機絶縁膜を底部として設けられ、接続配線と引出配線とは、当該引出配線が
分離溝を横切る部分において無機絶縁膜によって絶縁されると共に、接続配線と引出配線
との間における無機絶縁膜の下層には、画素回路を構成する絶縁膜と同一層で構成された
絶縁膜が設けられている。
【０００９】
　このような構成の表示装置では、有機絶縁膜の下層に設けられた無機絶縁膜が、駆動回
路を確実に覆う状態となる。このため、有機絶縁膜に設けた分離溝の側壁や底部に駆動回
路が露出することはなく、有機絶縁膜上において分離溝を横切る引出配線と、無機絶縁膜
の下層に配置される駆動回路とのショートが確実に防止される。
【発明の効果】
【００１０】
　以上説明したように本発明の表示装置によれば、有機絶縁膜に分離溝を設けて水分拡散
による有機電界発光素子の劣化を防止しつつ、有機電界発光素子から延設された引出配線
と駆動回路とのショートを確実に防止することが可能になる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　以下、本発明の表示装置の各実施形態を図面に基づいて詳細に説明する。
【００１２】
　図１（１）は実施形態の表示装置の構成を示す平面図であり、図１（２）は図１（１）
におけるＡ－Ａ’部の概略断面図である。尚、図１（１）においては、説明のために構成
要素の一部を切り欠いた図面となっている。
【００１３】
　先ず、図１（１）の平面図に示すように、表示装置１は、有機電界発光素子ＥＬを発光
素子として用いたいわゆる有機ＥＬ表示装置であり、ガラス基板や他の透明材料等を用い
て構成された基板（ここでは素子基板とする）２の上方に、有機電界発光素子ＥＬが配列
形成された表示領域２ａと、その周辺に設けられた周辺領域２ｂと、後にＩＣチップや回
路基板などの外部回路が実装される実装領域２ｃを備えている。
【００１４】
　このうち、表示領域２ａは、支持基板２の上方に配列された各画素に、有機電界発光素
子ＥＬと共に、この有機電界発光素子ＥＬを駆動するための画素回路が設けられる。各画
素回路には、薄膜トランジスタがスイッチング素子として設けられている。
【００１５】
　そして、この表示領域２ａを囲む周辺領域２ｂには、有機電界発光素子ＥＬに走査信号
やデータ信号を送る周辺回路（図示省略）が配置されている。これらの周辺回路も、薄膜
トランジスタを用いて構成されている。
【００１６】
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　図２には、以上の画素回路および周辺回路で構成される駆動回路の一例を示す概略の回
路構成図を示す。この図に示すように、表示装置１の支持基板２上には、表示領域２ａと
その周辺領域２ｂとが設定されている。表示領域２ａには、複数の走査線３と複数の信号
線４とが縦横に配線されており、それぞれの交差部に対応して１つの画素が設けられた画
素アレイ部として構成されている。そして周辺領域２ｂには、走査線３を走査駆動する走
査線駆動回路５と、輝度情報に応じた映像信号（すなわち入力信号）を信号線４に供給す
る信号線駆動回路６とが配置されているのである。
【００１７】
　走査線３と信号線４との各交差部に設けられる画素回路は、例えばスイッチング用の薄
膜トランジスタＴｒ１、駆動用の薄膜トランジスタＴｒ２、保持容量Ｃｓ、および有機電
界発光素子ＥＬで構成されている。そして、走査線駆動回路５による駆動により、スイッ
チング用の薄膜トランジスタＴｒ１を介して信号線４から書き込まれた映像信号が保持容
量Ｃｓに保持され、保持された信号量に応じた電流が駆動用の薄膜トランジスタＴｒ２か
ら有機電界発光素子ＥＬに供給され、この電流値に応じた輝度で有機電界発光素子ＥＬが
発光する。尚、駆動用の薄膜トランジスタＴｒ２と保持容量Ｃｓとは、共通の電源供給線
（Ｖｃｃ）７に接続されている。
【００１８】
　尚、以上のような駆動回路の構成は、あくまでも一例であり、必要に応じて画素回路内
に容量素子を設けたり、さらに複数のトランジスタを設けて画素回路を構成しても良い。
また、周辺領域２ｂには、画素回路の変更に応じて必要な周辺回路が追加される。
【００１９】
　再び図１（１）にもどり、実装領域２ｃには、例えば上記周辺領域２ｂに配置された駆
動回路（周辺回路）５，６に外部信号を入力するための端子８が配列形成されている。な
お、この端子８には、例えば外部から表示領域２ａ（画素アレイ部）への信号等を入出力
するためのフレキシブルプリント基板９が接続され、これを介して外部回路が実装される
。
【００２０】
　以上のような表示領域２ａ、周辺領域２ｂ、および実装領域２ｃが設けられた表示装置
１の層構成は、図１（１）および図１（２）に示すようである。すなわち、支持基板２上
には、表示領域２ａの画素回路、周辺領域２ｂの周辺回路、さらにはこれらの回路を接続
する接続配線等が形成された駆動回路層１０（断面図のみに図示）が設けられている。そ
して、この駆動回路層１０を覆う状態で、支持基板２の表示領域２ａ上および周辺領域上
に、無機絶縁膜１１がパッシベーション膜として設けられ、さらに表面平坦化された有機
絶縁膜１２が設けられている。
【００２１】
　このような無機絶縁膜１１および有機絶縁膜１２からなる層間絶縁膜上の表示領域２ａ
には、有機電界発光素子ＥＬが配列形成されたＥＬ層１３（断面図のみに図示）が設けら
れている。また、この層間絶縁膜上（有機絶縁膜１２上）には、有機電界発光素子ＥＬか
ら周辺領域２ｂに引き出された引出配線１４が設けられている。
【００２２】
　これらの有機電界発光素子ＥＬ（ＥＬ層１３）および引出配線１４が設けられた有機絶
縁膜１２上は、封止用の無機絶縁膜１５（断面図のみに図示）で覆われている。尚、実装
領域２ｃ上には、端子８が露出された状態で配置されている。
【００２３】
　そして、無機絶縁膜１５で覆われた表示領域２ａおよび周辺領域２ｂにおける支持基板
２上には、接着剤層１６（断面図のみに図示）を介して対向基板１７が貼り合わせられて
おり、これらの支持基板２と対向基板１７とで挟まれた部分に、有機電界発光素子ＥＬが
封止された状態となっている。尚、この接着材層１６は、透水性が極めて低い材料が用い
られ封止樹脂として機能する。
【００２４】
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　尚、図１（１）の平面図においては、層構造の説明のため、層間絶縁膜としての無機絶
縁膜１１および有機絶縁膜１２、さらには対向基板１７の一部を切り欠いた図を示してい
る。
【００２５】
　以上のような層構造を有する本実施形態の表示装置１は、有機電界発光素子ＥＬの下層
において、駆動回路層１０を覆う有機絶縁膜１２に無機絶縁膜１１を底部とした分離溝ａ
が設けられており、この分離溝ａによって有機絶縁膜１２が内周部１２ａと外周部１２ｂ
とに分離されているところが第１の特徴部分である。
【００２６】
　この分離溝ａは、有機絶縁膜１２を完全に除去した溝形状の部分であり、表示領域２ａ
と周辺領域２ｂとの間に、好ましくは表示領域２ａの全周を囲む状態で設けられているこ
ととする。
【００２７】
　これにより、有機絶縁膜１２の上層においては、表示領域２ａに設けられた有機電界発
光素子ＥＬ（ＥＬ層１３）から周辺領域２ｂに引き出された引出配線１４が、分離溝ａを
横切る状態で配線されることになる。そして本実施形成の表示装置１は、次に詳細に説明
するように、この引出配線１４が、分離溝ａの部分において無機絶縁膜１１によって駆動
回路層１０と絶縁されているところが第２の特徴部分である。
【００２８】
　図３には、図１（２）の概略断面図におけるＢ部の拡大断面図を示す。以下に、先の図
１を参照しつつ、図３の拡大断面図に基づいて、分離溝ａおよびその周辺の詳細な層構造
を説明する。尚、表示領域２ａは、１画素分の断面を示している。
【００２９】
　図３に示すように、支持基板２上の表示領域２ａには画素回路を構成する薄膜トランジ
スタＴｒが設けられている。この薄膜トランジスタＴｒは、例えば非晶質シリコンからな
る半導体層を用いてボトムゲート型に構成されており、ゲート電極２１、ゲート絶縁膜２
２、および半導体層２３が積層されている。ゲート電極２１は、例えばモリブデン（Ｍｏ
）からなる。そして、半導体層２３上には、窒化シリコンからなる保護用のストッパ絶縁
膜２４がパターン形成され、このストッパ絶縁膜２４上で導電膜を分離してなるソース／
ドレイン用の電極２５が、半導体層２３に接してパターン形成されている。
【００３０】
　また支持基板２上の周辺領域２ｂには、周辺回路を構成する薄膜トランジスタ（図示省
略）や電極２５が設けられている。周辺領域２ｂの薄膜トランジスタは、処理速度が求め
られるため、多結晶シリコンからなる半導体層を用いたものであることが好ましい。また
電極２５は、表示領域２ａの電極２５と同一層で構成されていて良い。尚、これらの電極
２５は、例えばチタン（Ｔｉ）／アルミニウム（Ａｌ）／チタン（Ｔｉ）の積層構造で構
成される。
【００３１】
　そして、支持基板２上における表示領域２ａ－周辺領域２ｂ間には、ゲート電極２１と
同一層からなる接続配線（配線）２１ａが設けられている。この接続配線２１ａによって
、表示領域２ａ内の画素回路を構成する電極２５と、周辺領域２ｂ内の周辺回路を構成す
る電極２５とが接続されている。
【００３２】
　このような接続配線２１ａ上には、以上のような駆動回路層１０内に設けられた絶縁膜
や半導体層が積層されていることとする。このため、図示した例では、接続配線２１ａ上
に、画素回路および周辺回路を構成するゲート絶縁膜２２、半導体層２３、および薄膜ト
ランジスタＴｒの半導体層２３と電極２５との間に配置されたストッパ絶縁膜２４が設け
られていることとする。
【００３３】
　支持基板２上における以上までの層が、図１（２）を用いて説明した駆動回路層１０と
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なる。
【００３４】
　そして、以上の駆動回路層１０を覆う状態で、無機絶縁膜１１と有機絶縁膜１２との積
層構造からなる層間絶縁膜が設けられている。
【００３５】
　ここで、無機絶縁膜１１は、例えば窒化シリコン膜からなり、非晶質シリコンからなる
半導体層２３の経時的な劣化を防止するために設けられている。また有機絶縁膜１２は、
感光性組成物からなり塗布形成されている。そして、有機絶縁膜１２には、リソグラフィ
ー処理によって、表示領域２ａと周辺領域２ｂとの間に表示領域２ａを囲む分離溝ａが設
けられている。この分離溝ａの底部は無機絶縁膜１１で構成されている。
【００３６】
　このような有機絶縁膜１２上の表示領域２ａには、有機電界発光素子ＥＬが配列形成さ
れている。この有機電界発光素子ＥＬは、有機絶縁膜１２側から順に、下部電極３１、有
機層３３、上部電極３５をこの順に積層してなる。
【００３７】
　このち下部電極３１は、陽極（または陰極）として用いられるもので、画素電極として
パターニングされている。また下部電極３１は、有機絶縁膜１２に設けた接続孔１２ｈと
その底部の電極２５を介して薄膜トランジスタＴｒに接続されている。そして、有機電界
発光素子ＥＬでの発光光が上部電極３５側からのみ取り出される構成であれば、これらの
下部電極３１は、光反射性の金属材料で構成される。また、各下部電極３１の周囲はウイ
ンドウ絶縁膜３７で覆われて中央部のみが広く露出した状態となっている。このウインド
ウ絶縁膜３７は、例えば感光性組成物からなる。そして、リソグラフィー処理により、下
部電極３１上を広く開口する開口分部が形成されていることとする。
【００３８】
　また有機層３３は、少なくとも有機ＥＬ発光層を備えたものであって、ウインドウ絶縁
膜３７から露出している下部電極３１を完全に覆う状態でパターニングされている。
【００３９】
　そして、上部電極３５は、陰極（または陽極）として用いられるもので、各有機電界発
光素子ＥＬに共通の電極として形成されており、表示領域２ａ全体を覆っている。そして
、有機電界発光素子ＥＬでの発光光が上部電極３５側から取り出される構成であれば、こ
の上部電極３５は、光透過性を備えている。また、この上部電極３５は、有機層３３とウ
インドウ絶縁膜３７とによって、下部電極３１との間に絶縁性が保たれていることとする
。
【００４０】
　ここでは、以上のような構成の有機電界発光素子ＥＬが配列形成されている層が、図１
（２）を用いて説明したＥＬ層１３となっている。このＥＬ層１３は、表示領域２ａに設
けられている。
【００４１】
　そしてこの様な表示領域２ａのＥＬ層１３から周辺領域２ｂには、有機電界発光素子Ｅ
Ｌの上部電極３５から延設された引出配線１４が引き出されている。この引出配線１４は
、上部電極３５から延設させた引出配線部３５ａと、下部電極３１と同一層をパターニン
グしてなる引出配線部３１ａとの積層構造からなることとし、これによって導電性を確保
している。
【００４２】
　このような引出配線１４は、表示領域２ａから周辺領域２ｂにわたって分離溝ａを横切
るように、分離溝ａの内壁に沿って配線される。そして分離溝ａの底部においては、引出
配線１４と、駆動回路層１０の接続配線２１ａとが、これらの間に配置された無機絶縁膜
１１、ストッパ絶縁膜２４、半導体層２３、およびゲート絶縁膜２２によって絶縁されて
いる。また、分離溝ａの側壁においても、引出配線１４と、駆動回路層１０の主には電極
２５とが、駆動回路層１０を覆う無機絶縁膜１１によって絶縁されている。
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【００４３】
　以上のようなＥＬ層１３および引出配線１４が設けられた支持基板２上は、先に説明し
たように無機絶縁膜１５で覆われ、接着剤層１６を介して封止基板１７が貼り合わせられ
て表示装置１が構成されている。
【００４４】
　以上のような構成の表示装置１によれば、図１および図３を用いて説明したように、有
機絶縁膜１２の下層に設けられた無機絶縁膜１１が、駆動回路層１０を確実に覆う状態と
なる。このため、有機絶縁膜１２に設けた分離溝ａの側壁や底部に駆動回路層１０が露出
することはなく、有機絶縁膜１２上において分離溝ａを横切る引出配線１４と、無機絶縁
膜１１の下層に配置される駆動回路層１０とのショートが確実に防止される。
【００４５】
　この結果、有機絶縁膜１２に分離溝ａを設けて水分拡散による有機電界発光素子ＥＬの
劣化を防止しつつ、有機電界発光素子ＥＬから延設された引出配線１４と駆動回路層１０
とのショートを確実に防止することが可能になる。
【００４６】
　また特に、接続配線２１ａと引出配線１４との間における無機絶縁膜１１の下層に、駆
動回路層１０を構成するゲート絶縁膜２２、半導体層２３、およびストッパ絶縁膜２４が
配置されている。これにより、接続配線２１ａと引出配線１４との間の絶縁性がさらに確
実になると共に、分離溝ａのアスペクト比を小さくして引出配線１４の段切れを防止する
効果もある。
【００４７】
　尚、上述した実施形態においては、無機絶縁膜１１によって、引出電極１４と駆動回路
層１０とが確実に絶縁される。このため、分離溝ａのアスペクト比を小さくして引出配線
１４の段切れを防止することを目的として、無機絶縁膜１１の下に電極２５と同一層で形
成された導電性パターンを分離溝ａにそってリング状に配置しても良い。この様な構成は
、電極２５までを含む駆動回路層１０を覆う無機絶縁膜１１が設けられている本構成にお
いて特に有効である。
【００４８】
　つまり、本実施形態で示す位置に無機絶縁膜１１が設けられていない構成であれば、上
記リング状の導電性パターンと引出配線１４とが直接接続されるため、導電性パターンが
引出電極１４の補助配線的な役割を果たす。しかしながら、導電性パターンと接続配線２
１ａを含む駆動回路層１０との間で、クロスショートが発生し易くなるため歩留まり低下
の要因となる。
【００４９】
　また、上述した実施形態においては、半導体層２３上にストッパ絶縁膜２４を設けてこ
の上部でソース／ドレインとなる電極２５を分離したボトムゲート型の薄膜トランジスタ
Ｔｒが画素回路に設けられた構成を説明した。しかしながら、画素回路を含む駆動回路を
構成する薄膜トランジスタＴｒの構成が限定されることはなく、ストッパ絶縁膜２４を設
けない構成や、トップゲート型の薄膜トランジスタであっても同様の効果を得ることが可
能である。
【００５０】
　さらに、上述した実施形態においては、引出配線１４が、上部電極３５から延設させた
引出配線部３５ａと、下部電極３１と同一層をパターニングしてなる引出配線部３１ａと
の積層構造からなる構成を説明した。しかしながら、上部電極３５の導電性が十分である
場合には、引出電極１４は上部電極３５から延設させた引出配線部３５ａのみの単層構造
であっても良い。この場合、ウインドウ絶縁膜３７を無機絶縁膜からなるものとし、分離
溝ａの内壁も覆う状態でウインドウ絶縁膜３７を設けることにより、上部電極３５から延
設させた引出配線部３５ａのみからなる引出電極１４と駆動回路層１０との絶縁性をさら
に確実にすることができる。
【００５１】
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＜適用例＞
　以上説明した本発明に係る表示装置は、図４～図８に示す様々な電子機器、例えば、デ
ジタルカメラ、ノート型パーソナルコンピュータ、携帯電話等の携帯端末装置、ビデオカ
メラなど、電子機器に入力された映像信号、若しくは、電子機器内で生成した映像信号を
、画像若しくは映像として表示するあらゆる分野の電子機器の表示装置に適用することが
可能である。以下に、本発明が適用される電子機器の一例について説明する。
【００５２】
　図４は、本発明が適用されるテレビを示す斜視図である。本適用例に係るテレビは、フ
ロントパネル１０２やフィルターガラス１０３等から構成される映像表示画面部１０１を
含み、その映像表示画面部１０１として本発明に係る表示装置を用いることにより作成さ
れる。 
【００５３】
　図５は、本発明が適用されるデジタルカメラを示す図であり、（Ａ）は表側から見た斜
視図、（Ｂ）は裏側から見た斜視図である。本適用例に係るデジタルカメラは、フラッシ
ュ用の発光部１１１、表示部１１２、メニュースイッチ１１３、シャッターボタン１１４
等を含み、その表示部１１２として本発明に係る表示装置を用いることにより作製される
。
【００５４】
　図６は、本発明が適用されるノート型パーソナルコンピュータを示す斜視図である。本
適用例に係るノート型パーソナルコンピュータは、本体１２１に、文字等を入力するとき
操作されるキーボード１２２、画像を表示する表示部１２３等を含み、その表示部１２３
として本発明に係る表示装置を用いることにより作製される。 
【００５５】
　図７は、本発明が適用されるビデオカメラを示す斜視図である。本適用例に係るビデオ
カメラは、本体部１３１、前方を向いた側面に被写体撮影用のレンズ１３２、撮影時のス
タート／ストップスイッチ１３３、表示部１３４等を含み、その表示部１３４として本発
明に係る表示装置を用いることにより作製される。
【００５６】
　図８は、本発明が適用される携帯端末装置、例えば携帯電話機を示す図であり、（Ａ）
は開いた状態での正面図、（Ｂ）はその側面図、（Ｃ）は閉じた状態での正面図、（Ｄ）
は左側面図、（Ｅ）は右側面図、（Ｆ）は上面図、（Ｇ）は下面図である。本適用例に係
る携帯電話機は、上側筐体１４１、下側筐体１４２、連結部（ここではヒンジ部）１４３
、ディスプレイ１４４、サブディスプレイ１４５、ピクチャーライト１４６、カメラ１４
７等を含み、そのディスプレイ１４４やサブディスプレイ１４５として本発明に係る表示
装置を用いることにより作製される。
【図面の簡単な説明】
【００５７】
【図１】実施形態の表示装置の全体構成を示す概略構成図である。
【図２】実施形態の表示装置の回路構成の一例を示す図である。
【図３】実施形態の表示装置における特徴部を示す断面図である。
【図４】本発明が適用されるテレビを示す斜視図である。
【図５】本発明が適用されるデジタルカメラを示す図であり、（Ａ）は表側から見た斜視
図、（Ｂ）は裏側から見た斜視図である。
【図６】本発明が適用されるノート型パーソナルコンピュータを示す斜視図である。
【図７】本発明が適用されるビデオカメラを示す斜視図である。
【図８】本発明が適用される携帯端末装置、例えば携帯電話機を示す図であり、（Ａ）は
開いた状態での正面図、（Ｂ）はその側面図、（Ｃ）は閉じた状態での正面図、（Ｄ）は
左側面図、（Ｅ）は右側面図、（Ｆ）は上面図、（Ｇ）は下面図である。
【符号の説明】
【００５８】
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　１…表示装置、２…支持基板、２ａ…表示領域、２ｂ…周辺領域、１０…駆動回路層、
１１…無機絶縁膜、１２…有機絶縁膜、１４…引出配線、２１…ゲート電極、２１ａ…接
続配線（配線）、２２…ゲート絶縁膜、２３…半導体層、２４…ストッパ絶縁膜、２５…
電極、ａ…分離溝、ＥＬ…有機電界発光素子、Ｔｒ…薄膜トランジスタ

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】

【図６】

【図７】

【図８】
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